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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年4月3日(2008.4.3)

【公開番号】特開2003-7999(P2003-7999A)
【公開日】平成15年1月10日(2003.1.10)
【出願番号】特願2001-193386(P2001-193386)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/205    (2006.01)
   Ｃ３０Ｂ  29/38     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/323    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/205   　　　　
   Ｃ３０Ｂ  29/38    　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  21/205   　　　　
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｓ   5/323   ６１０　

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月20日(2008.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　　【特許請求の範囲】
　　　　【請求項１】　基板の一主面上に成長された第１の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物
半導体層をパターニングすることにより形成されたストライプ形状の種結晶を用いて上記
基板上に第２の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層を横方向成長させた窒化物系ＩＩＩ
－Ｖ族化合物半導体基板において、
　上記基板の縁から所定の距離までの部分における上記一主面上に上記第１の窒化物系Ｉ
ＩＩ－Ｖ族化合物半導体層が残されており、その内側の部分に上記種結晶が形成されてい
る
　ことを特徴とする窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板。
　　　　【請求項２】　上記所定の距離は０．５ｍｍ以上５ｍｍ以下である
　ことを特徴とする請求項１記載の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板。
　　　　【請求項３】　上記所定の距離は１ｍｍ以上３ｍｍ以下である
　ことを特徴とする請求項１記載の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板。
　　　　【請求項４】　上記第１の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層および上記第２
の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層はＧａＮ層である
　ことを特徴とする請求項１記載の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板。
　　　　【請求項５】　上記種結晶は〈１－１００〉方向に互いに平行に延在する複数の
ストライプ形状を有する
　ことを特徴とする請求項１記載の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板。
　　　　【請求項６】　上記種結晶は〈１１－２０〉方向に互いに平行に延在する複数の
ストライプ形状を有する
　ことを特徴とする請求項１記載の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板。
　　　　【請求項７】　基板の一主面上に第１の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層を
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成長させる工程と、
　上記第１の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層をパターニングすることにより、上記
基板の縁から所定の距離までの部分における上記一主面上に上記第１の窒化物系ＩＩＩ－
Ｖ族化合物半導体層を残すとともに、ストライプ形状の種結晶を形成する工程と、
　上記種結晶を用いて上記基板上に第２の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層を横方向
成長させる工程とを有する
　ことを特徴とする窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板の製造方法。
　　　　【請求項８】　上記所定の距離は０．５ｍｍ以上５ｍｍ以下である
　ことを特徴とする請求項７記載の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板の製造方法。
　　　　【請求項９】　上記所定の距離は１ｍｍ以上３ｍｍ以下である
　ことを特徴とする請求項７記載の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板の製造方法。
　　　　【請求項１０】　上記第１の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層および上記第
２の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層はＧａＮ層である
　ことを特徴とする請求項７記載の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板の製造方法。
　　　　【請求項１１】　上記種結晶は〈１－１００〉方向に互いに平行に延在する複数
のストライプ形状を有する
　ことを特徴とする請求項７記載の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板の製造方法。
　　　　【請求項１２】　上記種結晶は〈１１－２０〉方向に互いに平行に延在する複数
のストライプ形状を有する
　ことを特徴とする請求項７記載の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板の製造方法。
　　　　【請求項１３】　基板の一主面上に成長された第１の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合
物半導体層をパターニングすることにより、上記基板の縁から所定の距離までの部分にお
ける上記一主面上に上記第１の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層を残すとともに、そ
の内側の部分にストライプ形状の種結晶を形成し、この種結晶を用いて上記基板上に第２
の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層を横方向成長させた窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物
半導体基板を用い、
　この窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体基板上に、発光素子構造を形成する窒化物系Ｉ
ＩＩ－Ｖ族化合物半導体層を成長させるようにした
　ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。
　　　　【請求項１４】　上記所定の距離は０．５ｍｍ以上５ｍｍ以下である
　ことを特徴とする請求項１３記載の半導体発光素子の製造方法。
　　　　【請求項１５】　上記所定の距離は１ｍｍ以上３ｍｍ以下である
　ことを特徴とする請求項１３記載の半導体発光素子の製造方法。
　　　　【請求項１６】　上記第１の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層および上記第
２の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層はＧａＮ層である
　ことを特徴とする請求項１３記載の半導体発光素子の製造方法。
　　　　【請求項１７】　上記種結晶は〈１－１００〉方向に互いに平行に延在する複数
のストライプ形状を有する
　ことを特徴とする請求項１３記載の半導体発光素子の製造方法。
　　　　【請求項１８】　上記種結晶は〈１１－２０〉方向に互いに平行に延在する複数
のストライプ形状を有する
　ことを特徴とする請求項１３記載の半導体発光素子の製造方法。
　　　　【請求項１９】　上記発光素子構造を形成する窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導
体層はＡｌを含む窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層を少なくとも一層含む
　ことを特徴とする請求項１３記載の半導体発光素子の製造方法。
　　　　【請求項２０】　基板の一主面上に第１の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層
を成長させる工程と、
　上記第１の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層をパターニングすることにより、上記
基板の縁から所定の距離までの部分における上記一主面上に上記第１の窒化物系ＩＩＩ－
Ｖ族化合物半導体層を残すとともに、その内側の部分にストライプ形状の種結晶を形成す
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る工程と、
　上記種結晶を用いて上記基板上に第２の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層を横方向
成長させる工程と、
　上記第２の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層上に、発光素子構造を形成する窒化物
系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層を成長させる工程とを有する
　ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。
　　　　【請求項２１】　上記所定の距離は０．５ｍｍ以上５ｍｍ以下である
　ことを特徴とする請求項２０記載の半導体発光素子の製造方法。
　　　　【請求項２２】　上記所定の距離は１ｍｍ以上３ｍｍ以下である
　ことを特徴とする請求項２０記載の半導体発光素子の製造方法。
　　　　【請求項２３】　上記第１の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層および上記第
２の窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層はＧａＮ層である
　ことを特徴とする請求項２０記載の半導体発光素子の製造方法。
　　　　【請求項２４】　上記種結晶は〈１－１００〉方向に互いに平行に延在する複数
のストライプ形状を有する
　ことを特徴とする請求項２０記載の半導体発光素子の製造方法。
　　　　【請求項２５】　上記種結晶は〈１１－２０〉方向に互いに平行に延在する複数
のストライプ形状を有する
　ことを特徴とする請求項２０記載の半導体発光素子の製造方法。
　　　　【請求項２６】　上記発光素子構造を形成する窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導
体層はＡｌを含む窒化物系ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層を少なくとも一層含む
　ことを特徴とする請求項２０記載の半導体発光素子の製造方法。
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